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반도체 소자의 크기가 작아짐에 따라 금속 배선의 물질로 구리를 사용하는 것이 저항-축전 저

항을 줄이는 방법으로 제시되었다. 구리를 이용하여 배선을 형성할 경우 먼저 패턴을 형성한 후 

구리를 패턴 속에 채우는 다마신 기법이 대두되었다. 이 때 가장 많이 사용하는 방법이 전해 도

금인데, 외부에서 전자를 제공하여 구리를 환원시킨다. 트렌치나 비아를 채울 경우 결함 없는 배

선을 형성하기 위해서는 유기물의 첨가가 불가피하다. 하지만 이는 배선 내 불순물로 작용하여 

배선의 저항을 높이는 원인으로 작용한다. 따라서 첨가제를 줄이는 방향으로 많은 연구가 진행

되고 있다. 본 연구에서는 어떤 첨가제도 첨가하지 않는 전해액에서 정전류를 이용한 도금과 펄

스 도금을 이용하여 결함 없는 배선을 형성하는 연구를 진행하였고 바닥의 전착 두께와 벽면의 

전착 두께를 이용하여 전착 형태의 정량적인 분석을 시도하였다. 하지만 정전류 도금 혹은 펄스 

도금을 이용하여 결함 없는 배선의 형성은 관찰할 수 없었다. 이는 펄스 도금의 휴지기 동안 소

모된 구리 이온의 보충은 이루어지나 바닥 채움을 이끌어 낼 수는 없었기 때문이다. 펄스 도금

을 이용하여 결함 없는 배선의 형성은 어려웠지만, 박막 분석을 통해 가장 좋은 특성을 나타내

는 최적 조건을 찾았다. 첨가제가 없는 전해액에서의 도금의 경우, 박막 특성과 전착 형태에 가

장 큰 영향을 주는 변수는 평균 전류 밀도임을 확인하였다. 평균 전류 밀도 8 mA/cm2에서 높은 

결정성, 낮은 비저항 그리고 낮은 거칠기를 나타내었다.   


